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１．概要（Summary） 

近年、光無線給電の研究が盛んに行われている[1]。
光無線給電用に近赤外感度を有する有機半導体を塗布

型太陽電池として応用するには、結晶を密に敷き詰める

必要がある。材料依存のない安定的な太陽電池化を行う

技術確立に向け、SiO2スパッタによるくぼみ構造を作製し、

太陽電池として適用可能な深さであるか検証を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
芝浦スパッタ装置 
【実験方法】 

ITO 付ガラス基板(約 20 mm 角、t ≒ 1 mm)に、約 2 
mm 角のカプトンテープでマスクし、SiO2 を約 50 nm と

なる条件で成膜した。また、プラス電極用に Al 電極の成

膜も行った。成膜条件は、以下の通り。 
Al：5 分(30 nm/min.)＋Ar：2 分 
SiO2：8 分＋「Ar＋O2」：2 分＋安定時間 1 分 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に成膜後の基板を示す。(a)～(j)まで一度にまと

めて投入したが、画像のように色むらが見られた。ただし、

基板(j)のみ成膜後、SEM-FIB 用にカーボン蒸着を施し

たため、色、成膜厚さとも他と大幅に異なる。 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Substrate (a)-(j)：SiO2 and Al electrode 

((j) is additionally C-deposited.) 

 さらに、くぼみの深さが 50 nm であるか判断するため、

マイクロナノマシニングセンターの接触段差計を利用し、

計測した。Fig. 2に基板(a)のくぼみ深さを計測した結果を

示す。今回の条件では、約 38 nm 程度であることがわか

った。条件を変更し、検討する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Dent depth of substrate (a) 
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